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Introducao

Materiais avancados de baixa dimensionalidade s3ao objetos de grande
interesse em aplicacao de dispositivos eletronicos, sendo possivel também a
sua aplicacao em areas emergentes como a spintronica. Tudo isso devido as
caracteristicas unicas desses materiais, que sO existem devido ao
confinamento quantico causado pela espessura de ordem atomica deles.
Entre esses materiais esta o dissulfeto de molibdénio (MoS, ), um candidato
promissor para aplicacao nos nanodispositivos do futuro. Porém, a aplicacao
tecnoldgica desse material s6 pode ser viabilizada através de uma técnica de
crescimento compativel com a industria e a producao em larga escala. A
técnica de crescimento de filmes finos conhecida como magnetron sputtering

atende a esses pré-requisitos.

Objetivos

Neste trabalho foi realizado um estudo do crescimento de filmes finos de
MoS, por magnetron sputtering, visando a producao de heteroestruturas que
possibilitem estudos em spintronica como o efeito Seebeck de spin. Dessa
forma, investigou-se os efeitos da temperatura de annealing nas amostras
apos o crescimento, mantendo-se o substrato a temperatura ambiente.

Materiais e Métodos

Os filmes foram crescidos por magnetron sputtering utilizando um alvo de
MoS,. A deposicao foi realizada a temperatura ambiente, apds essa etapa foi
realizado um tratamento térmico in situ nas amostras em diferentes
temperaturas (200°C, 400°C, 600°C e 800°C). A analise das fases e ordenacao
cristalinas dos filmes foi feita utilizando a técnica de espectroscopia Raman
(ER). A microscopia de forca atomica (AFM) e a microscopia eletronica de
varredura (MEV) foram usadas para analisar a morfologia das amostras
enquanto que a Espectroscopia de Energia Dispersiva de Raios X (EDS) foi
usada para obter um mapa da composicao quimica dos filmes.

Resultados e Discussao

Os resultados da ER mostram a presenca majoritaria da fase semicondutora do
MoS, nas amostras com temperaturas de annealing maiores. As medidas de
AFM e MEV mostram que o filme de MoS, tratado em altas temperaturas
apresenta uma superficie uniforme e de baixa rugosidade, demonstrando a
necessidade do uso de tratamento térmico em altas temperaturas para
formacao da fase cristalina e obtencao de filmes de maior qualidade cristalina.
As medidas de EDS demonstraram uma melhora da estequiometria dos filme
com o0 aumento das temperaturas de annealing.
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Figura 1: (A esquerda) Espectro Raman do MoS, a diferentes temperaturas de annealing. (A direita) Imagens de MEV
das amostras (a) sem annealing, (b) 200°C, (c) 400°C, (d) 600°C e (e) 800°C.
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Figura 2: Imagem de AFM mostrando a morfologia da superficie das amostras nas diferentes temperaturas de annealing.
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Figura 3: Espectro EDS mostrando a composicao quimica dos filmes

Conclusoes

Dessa forma, obtivemos uma rotina de crescimento em duas etapas, onde se
fez crescimento da amostra em temperatura ambiente e depois é realizado o
annealing in situ em altas temperaturas para obtencao dos filmes com as
caracteristicas desejadas para a proxima etapa (estudo do efeito Seebeck de

spin).

Agradecimentos

Bibliografia

@ CNPq

Conselho Nacional de Desenvolvimento
Cientifico e Tecnolégico

‘K

y

[1] Li, L., Chen, J., Wu, K., Cao, C., Shi, S. e Cui, J.; Nanomaterials, 9;
1366(2019);

[2] Chen, G., Lu, B., Cui, X. e Xiao, J.; Materials, 13; 5515(2020);

[3] Lin, Zhongtao Liu, Wuguo, Tian, Shibing, Zhu, Ke, Huang, e YangYang,Yuan;
Scientifc Reports, 11; 7037(2021);




	Slide 1

